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^ (57) Abstract: The invention relates to a conductor frame (2) and a housing, in addition to a radiation-emitting component formed 
^ therewith and a method for the production thereof. The conductor frame has a support part with at least one binding wire connecting 
area (10) and at least one electric soldered connecting strip (3a,b), in which a separately built thermal connecting part (4) having 
a chip assembly area (1 1) is attached. In order to form the housing, the conductor frame (2) is enveloped with a molded material, 
wherein the thermal connecting part is embedded in such a way that it can be thermally connected from the outside. 

00 
© 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt einen Leiterrahmen (2) und ein Gehause sowie ein damit gebildetes strahlungs- 
^ emittierendes Bauelement und ein Verfahren za dessen Herstellung. Der Leiterrahmen weist dahei ein Tragerteil mit mindestens 

einem BonddrahtanschluBbereich (10) und mindestens einem elektrischen Lotanschlussstreifen (3a,b) auf, in das ein separat gefer- 
^ tigtes thermisches Anschlussteil (4) eingekniipft ist, das einen Chipmontagebereich (11) aufweist. Zur Bildung eines Gehauses ist 

der Leiterrahmen (2) vorzugsweise mit einer Formmasse umhiillt, wobei das thermische Anschlussteil so eingebettet wird, dass es 
^ von auBen thermisch anschliessbar ist. 
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Beschreibung 

Leiterrahmen und Gehause fur ein strahlungsemittierendes Bau- 
element, strahlungsemittierendes Bauelement sowie Verfahren 
5 zu dessen Herstellung 

Die Erfindung betrifft einen Leiterrahmen nach dem Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 1, ein Gehause nach dem Oberbegriff 
des Patentanspruchs 14, ein strahlungsemittierendes Bauele- 
10 ment nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 23 sowie ein 
Verfahren zu dessen Herstellung nach dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruchs 33. 

Leiterrahmen fur strahlungsemittierende Halbleiterbauelemente 
15 sind beispielsweise aus DE 196 36 454 bekannt . Die hierin be- 
schriebenen Halbleiterbauelemente weisen einen Gehausegrund- 
korper mit darin eingebettetem Leiterrahmen sowie einen 
strahlungsemittierenden Halbleiterkorper auf, der auf den 
Leiterrahmen montiert ist. Der Leiterrahmen und der Gehause- 
20 grundkorper sind zugleich als Reflektor fur die erzeugte 
Strahlung ausgebildet. 

Weiterhin sind aus dem Gehausegrundkorper ragende Teilberei- 
che des Leiterrahmens als externe elektrische Anschlufestrei - 

25 fen gebildet und ist das Gehause so geformt, dalS das Bauele- 
ment zur Oberf lachenmontage geeignet ist. Urn eine gute Ablei- 
tung der entstehenden Verlustwarme, insbesondere bei Halblei- 
terbauelementen mit hoher Leistung, zu erreichen, kann ein 
Teil des Reflektors als thermischer AnschluS aus dem Gehause- 

30 grundkorper herausgefiihrt sein. 

Bei Bauelementen mit hohen optischen Leistungen und entspre- 
chend groSen Verlustleistungen ist eine noch effizientere Art 
der Warmeableitung wiinschenswert beziehungsweise erforder- 
35 lich. 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei strahlungs- 
emittierenden Bauelementen eine verbesserte Warmeableitung zu 
schaffen, die insbesondere die Erzeugung hoher optischer Lei- 
stungen im Bauelement zulaEt. Weiterhin ist es Aufgabe der 
5 Erfindung, ein Herstellungsverf ahren hierfiir anzugeben. 

Diese Aufgabe wird durch einen Leiterrahmen gemafe Patentan- 
spruch 1, ein Gehause gemafi Patentanspruch 14, ein strah- 
lungsemittierendes Bauelement gemaJS Patentanspruch 23 bezie- 
10 hungsweise ein Verf ahren gemaS Patentanspruch 33 gelost. Vor- 
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der 
abhangigen Anspriiche . 

Erf indungsgemafi ist vorgesehen, einen Leiterrahmen fur ein 
strahlungsemittierendes Bauelement, bevorzugt eine Lichtemis- 
sionsdiode, mit mindestens einem Chipmontagebereich, minde- 
stens einem DrahtanschluSbereich und mindestens einem exter- 
nen elektrischen AnschluBstreif en, beispielsweise zum Montie- 
ren und elektrischen AnschlieSen des Bauelements auf einer 
Leiterplatte, auszubilden, wobei ein Tragerteil vorgesehen 
ist, das den DrahtanschluSbereich und den elektrischen An- 
schlufistreif en aufweist und in das ein getrennt vom iibrigen 
Leiterrahmen separat gefertigtes thermisches AnschluSteil 
eingekniipft ist, auf dem der Chipmontagebereich angeordnet 
ist. Bei einem Bauelement mit einem derartigen Leiterrahmen 
wird die im Betrieb entstehende Verlustwarme vor allem iiber 
das thermische AnschluJSteil abgef iihrt . Vorzugsweise ist das 
thermische AnschluSteil mit dem Tragerteil elektrisch leitend 
verbunden und dient gleichzeitig als elektrischer AnschlulS 
fur den Chip. 

Das separat von dem iibrigen Leiterrahmen gefertigte thermi- 
sche AnschluSteil weist dabei den Vorteil auf, daS es wesent- 
lich besser hinsichtlich Aufnahme und Ableitung groSerer Ver- 
3 5 lustwarmemengen optimiert werden kann als ein einstiickiger 

Leiterrahmen. So kann bei einem solchen thermischen AnschluS- 
teil die Dicke, die Warmeleitf ahigkeit , der thermische Aus- 



20 



25 



WO 02/084749 



PCT/DE02/01306 



dehnungskoef f izient und die thermische Anschluftf lache wei- 
testgehend unabhangig von den Anf orderungen an den ubrigen 
Leiterrahmen optimiert werden. Insbesondere kann bei dem 
thermischen AnschluSteil vorteilhaf terweise eine hohe Warme- 
5 kapazitat erreicht werden, so daS das thermische AnschluSteil 
eine effiziente Warmesenke bildet. Eine groSe thermische An- 
schluSflache verringert den Warmeubergangswiderstand und ver- 
bessert so die Warmeleitung und die Warmeabgabe an die Umge- 
bung . 

10 

Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist das 
Tragerteil eine Einlegeof f nung, beispielsweise in Form einer 
Klammer oder Ose, auf, in die das thermische AnschluSteil 
eingekniipft ist. Hierunter ist zu verstehen, daS das thermi- 
15 sche AnschluSteil in die Einlegeof f nung des Leiterrahmens 

eingesetzt und umf angsseitig mit dem Leiterrahmen verbunden 
ist . 

Dazu kann das thermische AnschluSteil in das Tragerteil bei- 

2 0 spielsweise geklammert und/oder mit diesem verquetscht oder 

vernietet sein. Bevorzugt wird bei der Erfindung eine 
Quetschverbindung zwischen dem thermischen AnschluBteil und 
dem Tragerteil gebildet, die sich durch hohe mechanische 
Festigkeit und gute elektrische Leitf ahigkeit ausgezeichnet . 
25 Eine Quetschverbindung kann beispielsweise dadurch gebildet 
werden, da!5 das Tragerteil und das thermische AnschluSteil 
zueinander positioniert werden, beispielsweise durch Einlegen 
des Anschlufiteils in eine Einlegeof f nung des Tragerteils, und 
dann das thermische AnschluSteil derart verformt wird, da£ 

3 0 ein mechanisch fester Sitz des AnschluSteils im Tragerteil 

entsteht. Zur Verformung kann ein hammer- oder stempelartiges 
Werkzeug verwendet werden. 

Bevorzugt ist das AnschluSteil so geformt, daS es nach Art 
35 einer Niete mit dem Tragerteil verbunden werden kann. 

Gegebenenf alls geniigt auch die Verformung einzelner Stege 
oder Streben des AnschluSteils , urn eine Quetschverbindung 
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ausreichender Festigkeit zwischen dem AnschluSteil und dem 
Tragerteil zu bilden. 

Im Rahmen der Erfindung konnen zusatzlich Oder alternativ 
5 anderweitige Verbindungen zwischen dem AnschluSteil und dem 
Tragerteil vorgesehen sein. Beispielsweise ist eine Lot- oder 
Schwei&verbindung hierfiir geeignet. Weiterhin kann das 
Anschlufeteil mit dem Tragerteil verklebt sein. 

10 Mit Vorteil wird so ein mechanisch stabiles Geriist fur das 

Halbleiterbauelement gebildet, das mit vergleichsweise gerin- 
gem technischem Aufwand herstellbar ist. 

Bevorzugt weist das thermische AnschluSteil eine Reflektor- 
15 wanne auf . Bei einem damit gebildeten Bauelement verbessert 
das thermische AnschluEteil die Strahlungsausbeute und die 
Strahlbiindelung des Bauelements. Bei dieser Weiterbildung der 
Erfindung wird vorzugsweise ein metallisches thermisches An- 
schluSteil verwendet, da sich Metallf lachen aufgrund geringer 
20 Absorptionsverluste und einer stark gerichteten, gegebenen- 
falls spiegelnden Reflexion sehr gut als Reflektorf lachen 
eignen. 

Zur Erhohung der mechanischen Stabilitat, insbesondere bei 
2 5 einem im folgenden noch genauer erlauterten Gehause bzw. Bau- 
element, ist es vorteilhaft, die Hohe der Ref lektorwanne des 
thermische Anschlufeteils so zu bemessen, daJS sie die doppelte 
Hohe des zur Anordnung auf dem Chipmontagebereich vorgesehe- 
nen Chips nicht ubersteigt. 

30 

Als Material fur das thermische Anschlufeteil eignen sich auf- 
grund der hohen Warmeleitf ahigkeit Metalle, insbesondere Kup- 
fer oder Aluminium Oder hieraus gebildete Legierungen. Wei- 
terhin bevorzugte Materialen sind Molybdan, Eisen, Nickel und 
35 Wolfram sowie Nickel -Eisen- und Kupf er-Wolf ram- Legierungen, 

deren thermischer Ausdehnungskoef f ient gut an den thermischen 
Ausdehnungskoef f ienten von Halbleitermaterial ien wie 
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beispielsweise GaAs, GaN und darauf basierenden Systemen, 
angepaSt ist. Weiter eignen sich als Material fur das 
thermische AnschluSteil Keramiken und Halbleiter wie 
beispielsweise Silizium. Das thermische AnschlulSteil kann 
5 auch mehrlagig, beispielsweise als Metall -Keramik- 
Verbundsystem gebildet sein. 

Bevorzugt ist die Chipmontagef lache des thermischen AnschluS- 
teils mit einer Vergutung versehen, die die Oberf lacheneigen- 
10 schaften hinsichtlich der Aufbringung eines Chips (Bondeigen- 
schaften) verbessert . Diese Vergutung kann beispielsweise 
eine Silber- oder Goldbeschichtung umfassen. 

Weitergehend ist es vorteilhaft, auch den LotanschluJSsteif en 
15 bzw. den Bonddrahtanschlufebereich mit einer die Lot- bzw. 
Bondeigenschaf ten verbessernden Oberf lachenvergiitung, bei- 
spielsweise einer Au- ( Ag- Sn- oder Zn-Beschichtung, zu ver- 
sehen. 

20 Das Tragerteil enthalt vorzugsweise Kupfer oder Weicheisen 
und kann beispielsweise aus entsprechenden Folien gestanzt 
werden. Mit Vorteil dient das Tragerteil bei der Erfindung 
nicht der Warmeableitung und kann daher fur die Funktion der 
Stromversorgung sowie hinsichtlich seiner Biegeeigenschaf ten 

2 5 und Haftung einer im folgenden noch genauer beschriebenen 

Formmasse optimiert werden. 

Dies umfatet beispielsweise, daS das Tragerteil in seiner 
Dicke so ausgefuhrt ist, daS es aus einem Tragerband von der 

3 0 Rolle gefertigt, leicht gestanzt und in Form gebogen werden 

kann. Derartige Verarbeitungseigenschaf ten erlauben mit Vor- 
teil eine automatisierte Fertigung und eine dichte Anordnung 
(geringer Pitch) der Einzelkomponenten auf dem Tragerband. 

35 Die hierfiir erf orderliche geringe Dicke des Tragerteils er- 
schwert in der Regel eine ausreichende Kiihlung des Chips. 
Insbesondere ist aus Griinden der mechanischen Stabilitat der 
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Querschnitt eines thermischen Anschlusses begrenzt . Dieser 
Nachteil wird bei der Erfindung durch das eingekniipfte ther- 
mische AnschluJSteil behoben. 

5 Bevorzugt ist bei der Erfindung zur Ausbildung eines Gehauses 
fur ein strahlungsemittierendes Bauelement der Leiterrahmen 
von einem Gehausegrundkorper umschlossen. Vorzugsweise ist 
dazu der Leiterrahmen in eine den Gehausegrundkorper bildende 
Formmasse, beispielsweise eine SpritzguiS- oder Spritzprete- 

10 masse eingebettet . Dies erlaubt eine kostengiinstige Herstel- 
lung des Gehauses im SpritzguS- oder Sprit zpressgufiverf ahren . 
Die Formmasse besteht beispielsweise aus einem Kunststoff ma- 
terial auf der Basis von Epoxidharz oder Acrylharz, kann aber 
auch aus jedem anderen fur den vorliegenden Zweck geeigneten 

15 Material bestehen. Zur Warmeableitung ist es vorteilhaft, das 
thermische Anschlufeteil so einzubetten, dafi es teilweise aus 
dem Gehausegrundkorper ragt oder einen Teil von dessen Ober- 
f lache bildet und somit von auSen thermisch anschlieJSbar ist. 

20 Vorzugsweise ist in dem Gehausegrundkorper eine Ausnehmung in 
Form eines Strahlungstrittsf ensters gebildet und das thermi- 
sche AnschluSteil derart in den Gehausegrundkorper eingebet- 
tet, daS der Chipmontagebereich innerhalb des Strahlungsaus - 
trittsf ensters angeordnet ist. Beispielsweise kann der Chip- 

2 5 montagebereich eine Begrenzungsf lache des Strahlungsaus - 
trittsf ensters bilden. 

Diese Gehauseform eignet sich insbesondere fur oberflachen- 
montierbare Bauelemente, wobei die dem Strahlungsaustritts- 

30 fenster gegeniiberliegenden Seite oder eine Seitenflache des 
Gehausegrundkorpers eine Auf lagef lache des Bauelements bil- 
det. Bevorzugt erstreckt sich das eingebettete thermische An- 
schluJSteil bis zu dieser Auf lagef lache , so daK iiber die Auf- 
lageflache zugleich die Verlustwarme, beispielsweise an einen 

35 Kiihlkorper oder ein PCB (printed circuit board, Leiterplatte) 
abgefiihrt wird. Dabei ist es vorteilhaft, das thermische An- 
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schlu£teil so auszufiihren, dafi ein Teil seiner Oberflache zu- 
gleich die Auf lagef lache Oder eine Teilf lache hiervon bildet . 

Zur Steigerung der Strahlungsausbeute kann das Strahlungsaus- 
5 trittsf enster in dem Gehausegrundkorper konisch geformt sein, 
so da£ dessen Seitenwande einen Reflektor bilden. Durch die- 
sen Reflektor konnen von einer auf dem Chipmontagebereich be- 
findlichen Strahlungsquelle zur Seite emittierte Strahlungs- 
anteile zur Hauptabstrahlungsrichtung hin umgelenkt werden. 
10 Damit wird eine Erhohung der Strahlungsausbeute und eine ver- 
besserte Biindelung der Strahlung erreicht. 

Vorteilhaft ist bei dem Reflektor eine Formgebung, bei der 
das thermische AnschluEteil einen ersten Teilbereich des Re- 

15 flektors bildet, an den sich ein zweiter, von den Seitenwan- 
den des Strahlungsaustrittsf ensters geformter Ref lektorteil- 
bereich anschlieSt. Bevorzugt ist die Gesamthohe des Reflek- 
tors geringer als die vierfache Hone eines zur Befestigung 
auf dem Chipmontagebereich vorgesehenen Chips. Dies gewahr- 

20 leistet eine hohe mechanische Stabilitat und limitiert die 
aufgrund von Temperaturanderungen auftretenden Spannungen, 
wie sie beispielsweise bei Lotprozessen entstehen, auf ein 
tolerables MaS. 



25 Bei der Erfindung ist weiter vorgesehen, mit einem erfin- 

dungsgemafien Leiterrahmen oder Gehause ein strahlungsemittie- 
rendes Bauelement mit verbesserter Warmeableitung zu bilden. 
Ein solches Bauelement weist einen strahlungsemittierenden 
Chip, vorzugsweise einen Halbleiterchip, auf, der auf dem 

3 0 Chipmontagebereich des thermischen AnschluSteils angeordnet 
ist. 



Bevorzugt ist der Chip zumindest teilweise von einer VerguS- 
masse umhullt. Besonders bevorzugt ist diese Ausf iihrungsf orm 
35 fur Gehause mit einem in einem Strahlungsaustrittsf enster an- 
geordneten Chip, wobei das Strahlungsaustrittsf enster ganz 
oder teilweise mit der Vergussemasse gefiillt ist. Als VerguE 
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eignen sich insbesondere Reaktionsharze wie beispielsweise 
Epoxidharze, Acrylharze oder Siliconharze oder Mischungen 
hiervon. Weitergehend konnen dem Vergufi Leuchtstoffe zuge- 
setzt sein, die die von dem Chip erzeugte Strahlung in einen 
5 anderen Wellenlangenbereich konvertieren . Diese Ausfuhrungs- 
form eignet sich insbesondere fiir mischf arbiges oder weiJSes 
Licht abstrahlende Bauelement . 

Um thermische Verspannungen zwischen Gehause, Chip und Vergufe 
10 gering zu halten und insbesondere eine Delamination der Ver- 
guteabdeckung zu vermeiden, ist es vorteilhaft, das Vergufrvo- 
lumen V so zu wahlen, date beziiglich der Hohe H des Chips die 
Relation 

15 V<qH 

erfullt ist. Dabei bezeichnet q einen Skalierungsf aktor , des- 
sen Wert kleiner als 10 mm 2 ist und vorzugsweise 7 mm 2 be- 
tragt . 

20 

Bei einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung ist der 
Leiterrahmen in ein erstes und ein zweites elektrisches An- 
schluiSteil gegliedert, wobei das thermische Anschlufeteil in 
das erste elektrische AnschluSteil eingekniipft und der Bond- 
25 drahtanschlufibereich auf dem zweiten elektrischen Anschlufi- 

teil ausgebildet ist. Zur elektrischen Versorgung ist von ei- 
ner Kontaktf lache des Chips eine Drahtverbindung zu dem Bond- 
drahtanschluSbereich gefuhrt. 

30 Ein Verfahren zur Herstellung eines erf indungsgemaSen Bauele- 
ments beginnt mit der Bereitstellung eines Tragerteiles , das 
beispielsweise zuvor aus einem Band oder einer Folie gestanzt 
wurde . 

35 Im nachsten Schritt wird ein separat gefertigtes thermisches 
AnschluSteil in eine dafiir vorgesehene Offnung des Trager- 
teils eingekniipft. Nachfolgend wird der Chip auf das thermi- 
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sche Anschlufeteil montiert, beispielsweise durch Aufkleben 
mittels eines elektrisch leitfahigen Haftmittels oder durch 
Aufloten. Abschlie&end wird der so gebildete Leiterrahmen mit 
einer geeigneten Gehausef ormmasse zur Ausbildung des Gehauses 
5 umhiillt, beispielsweise in einem SpritzguJS- oder SpritzpreiS- 
verf ahren. 

Die Montage des Chips auf den Leiterrahmen vor dem Umspritzen 
hat den Vorteil, da!5 hierfur auch Hochtemperaturverf ahren, 
10 beispielsweise Lotverf ahren, angewendet werden konnen. Ange- 
spritzte Gehauseteile konnten bei derartigen Temperaturen 
beschadigt werden. Falls dies nicht relevant ist, konnen die 
Verf ahrensschritte selbstverstandlich auch in anderer Reihen- 
folge durchgefiihrt werden. 

15 

Bei einer Montage des Chips auf den Leiterrahmen vor dem Um- 
spritzen kann der Chip insbesondere bei Temperaturen iiber 
260°C mittels eines Hart lot verfahrens aufgebracht werden. Da- 
mit wird ein besonders niedriger Warmewiderstand zwischen 
20 Chip und Leiterrahmen erreicht. Zudem wird eine sehr tempera- 
turbestandige Verbindung zwischen Chip und thermischem An- 
schluEteil geschaffen und insbesondere beim Einloten des Bau- 
elements bei typischen Temperaturen bis etwa 260°C die Gefahr 
einer Ablosung des Chips verringert . 

25 

Weitere Merkmale, Vorzuge und ZweckmaJSigkeiten der Erfindung 
werden nachfolgend anhand von funf Ausf uhrungsbeispielen in 
Verbindung mit den Figuren 1 bis 5 erlautert . 

30 Es zeigen 

Figur la und lb eine schematische Aufsicht bzw. Schnittan- 
sicht eines Ausf iihrungsbei spiels eines erfindungs- 
gemaJSen Leiterrahmens, 

35 

Figur 2 eine schematische, perspektivische Schnittansicht 

eines ersten Ausfiihrungsbeispiels eines erfindungs- 
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gemaSen Gehauses, 



5 



Figur 



3 



eine schematische, perspektivische Ansicht eines 
zweiten Ausf iihrungsbeispiels eines erf indungsgema- 
6en Gehauses, 



Figur 



4 



eine schematische, perspektivische Ansicht eines 
ersten Ausf iihrungsbeispiels eines erf indungsgemaSen 
Bauelements und 



10 

Figur 5 einen schematischen Querschnitt eines zweiten Aus- 



15 Der in Figur la und lb dargestellte Leiterrahmen 2 umfaSt ein 
in zwei elektrische AnschluSteile 12a, b gegliedertes Trager- 
teil sowie ein thermisches AnschluSteil 4 . Die beiden elek- 
trischen AnschluSteile 12a, b enden jeweils in einem Lotan- 
schluSstreif en 3a, b. 

20 

Das eine elektrische AnschluSteil 12a weist eine Offnung in 
Form einer 6se auf . In die Osenoffnung ist das thermische An- 
schluSteil 4 eingekniipft. Dazu kann beispielsweise das ther- 
mische AnschluSteil 4 paSgenau in die Osenoffnung des elek- 

25 trischen AnschluSteils 12a eingelegt und nachfolgend nach Art 
einer Niete mit dem elektrischen AnschluSteil 12a verquetscht 
werden. Alternative umf angsseitige Verbindungen zwischen dem 
thermischen 4 und dem elektrischen AnschluSteil 12a, bei- 
spielsweise durch Vernieten, Verloten oder VerschweiSen, sind 

30 ebenfalls moglich. 

Das thermische AnschluSteil 4 ist im wesentlichen rotations- 
symmetisch und weist Vorspriinge 19 auf, die eine stabile Ver- 
ankerung des Leiterrahmens 2 in einem Gehause ermoglichen. 
35 Weiterhin ist in dem thermischen AnschluSteil 4 eine zentri- 
sche Einsenkung in Form einer Ref lektorwanne 16 gebildet, auf 
deren Bodenflache ein Chipmontagebereich 11 zur Aufnahme ei- 



fuhrungsbeispiels eines erf indungsgemaSen Bauele- 



ments . 
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nes strahlungsemittierenden Chips vorgesehen ist. Die Seiten- 
flachen der Einsenkung dienen als Ref lektorf lachen . 

Der Osenring des elektrischen Anschlufiteils 12a weist eine 
5 Aussparung 13 auf, mit der ein zungenformig gestalteter Bond- 
drahtanschlu&bereich 10 des zweiten elektrischen AnschluS- 
teils 12b iiberlappt. Dieser BonddrahtanschluSbereich 10 ist 
hohenversetzt zu dem abstrahlungsseitigen Rand der Reflektor- 
wanne angeordnet . Dies ermoglicht bei der Chipmontage kurze 
10 Drahtverbindungen zwischen Chip und BonddrahtanschluSbereich 
10, ohne da£ hierfur eine Aussparung am Rand der Reflektor- 
wanne in dem thermischen AnschluiSteil erforderlich ist. 



In Figur 2 ist perspektivisch ein Langsschnitt durch ein Aus- 
15 fiihrungsbei spiel eines erf indungsgemaSen Gehauses darge- 

stellt. Das Gehause weist einen Grundkorper 1 aus Kunststoff- 
Formmasse auf, der beispielsweise mittels eines SpritzguJS- 
oder SpritzpreSverf ahrens hergestellt sein kann. Die Formmas- 
se besteht beispielsweise aus einem Kunststof fmaterial auf 
2 0 der Basis von Epoxidharz oder Acrylharz, kann aber auch aus 
jedem anderen fur den vorliegenden Zweck geeigneten Material 
bestehen. 



In den Grundkorper 1 ist ein im wesentlichen Figur 1 entspre- 
25 chender Leiterrahmen 2 mit zwei elektrischen AnschlulSteilen 
12a, b und einem darin eingekniipf ten thermischen AnschluSteil 
4 sowie LotanschluSstreif en eingebettet, wobei letztere aus 
dem Gehausegrundkorper herausragen. Auf der Seite des Chipan- 
schluSbereichs 11 ist das thermische AnschluSteil 4 weitge- 
30 hend plan ohne Ref lektorwanne ausgebildet. 



Das thermische AnschlulSteil 4 ist dabei so innerhalb des Ge- 
hausegrundkorpers 1 angeordnet, daS die Bodenflache 6 des 
thermischen AnschluSteils 4 einen Teil der Grundkorperauf la- 
35 geflache 7 bildet. Zur mechanisch stabilen Verankerung in dem 
Gehausegrundkorper ist das thermische Anschlufiteil mit um- 
fangsseitig angeordneten Vorspriingen 19 versehen. 
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Der Auf lagef lache 7 gegeniiberliegend ist als Strahlungsaus- 
trittsfenster eine Ausnehmung 8 in dem Gehausegrundkorper ge- 
f ormt , die zu dem Chipmontagebereich 11 auf dem thermischen 
5 Anschluteteil 4 f iihrt , so dafi ein darauf zu bef estigender 

strahlungsemittierender Chip sich innerhalb des Strahlungs- 
austrittsf ensters 8 befindet. Die Seitenf lachen 9 des Strah- 
lungsaustrittsf ensters 8 sind angeschragt und dienen als Re- 
flektor fur die von einem solchen Chip im Betrieb erzeugte 
10 Strahlung. 

Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht auf die Auflage- 
flache eines weiteren Ausf iihrungsbeispiels eines erfindungs- 
gemaSen Gehauses . Wie bei dem zuvor beschriebenen Ausfiih- 

15 rungsbeispiel ist die Bodenflache 6 des thermischen AnschluS- 
teils 4 aus dem Gehausegrundkorper 1 herausgef iihrt . Dabei 
ragt die Bodenflache 6 des thermischen AnschluSteils 4 etwas 
aus dem Grundkorpers 1 hervor, so daS im eingebauten Zustand 
eine sichere Auf 1 age und eine guter Warmeiibergang zwischen 

20 dem thermischen Anschluteteil 4 und einem entsprechenden Tra- 
ger wie beispielsweise einer Leiterplatte Oder einem Kiihlkor- 
per gewahrleistet ist. 

Im Unterschied zu dem zuvor beschriebenen Ausf uhrungsbeispiel 
25 weist der Gehausegrundkorper 1 eine seitliche, von dem ther- 
mischen AnschluSteil 4 zu einer Seitenflache des Gehause- 
grundkorpers 1 verlaufende Nut 2 0 auf. Ist das Gehause auf 
einen Trager montiert, so erlaubt diese Nut 2 0 auch im einge- 
bauten Zustand eine Kontrolle der Verbindung zwischen dem Ge- 
3 0 hause und dem Trager. Insbesondere kann damit eine Lotverbin- 
dung zwischen dem Trager und dem thermischem AnschlulSteil 
iiberpriift werden. 

In Figur 4 ist eine schematische, perspektivische Ansicht ei- 
35 nes Ausf uhrungsbeispiels eines erf indungsgemaSen strahlungs- 
emittierenden Bauelements gezeigt. 



WO 02/084749 



PCT/DE02/01306 



Wie bei dem zuvor beschriebenen Ausf uhrungsbeispiel ist ein 
Leiterrahmen 2 mit einem eingekniipf ten thermische AnschlulS- 
teil 4 weitgehend in den Gehausegrundkorper 1 eingebettet, so 
daS lediglich die Lotanschlufestreif en 3a, b seitlich aus dem 
5 Gehausegrundkorper 1 herausragen. Das thermische AnschluSteil 
4 bildet in nicht dargestellter Weise einen Teil der Auflage- 
flache 7 des Gehausegrundkorpers bildet und ist so von auBen 
thermisch anschlieSbar . 

10 Auf dem Chipmontagebereich 11 des thermischen AnschluSteils 4 
ist ein strahlungsemittierender Chip 5 wie zum Beispiel eine 
Lichtemissionsdiode befestigt. Vorzugsweise ist dies ein 
Halbleiterchip, beispielsweise ein LED-Chip oder ein Laser- 
chip, der mittels eines Hartlots auf das thermische Anschlute- 

15 teil 4 aufgelotet ist. Alternativ kann der Chip mit einem 

Haftmittel, das eine ausreichende Warmeleitf ahigkeit aufweist 
und vorzugsweise auch elektrisch leitfahig ist, auf dem Chip- 
montagebereich 11 aufgeklebt sein. 

20 Fur effiziente Strahlungsquellen eignen sich insbesondere 

Halbleitermaterialien auf der Basis von GaAs, GaP und GaN wie 
beispielsweise GaAlAs, InGaAs, InGaAlAs, InGaAlP, GaN, GaAlN, 
InGaN und InGaAlN. 

25 Das Gehause des Bauelements entspricht im wesentlichen dem in 
Figur 2 beziehungsweise 3 dargestellten Gehause. Im Unter- 
schied hierzu weist das thermische AnschluSteil 4 eine den 
Chip 5 umgebende Ref lektorwanne 16 auf. Deren Ref lektorf la- 
chen gehen im wesentlichen nahtlos in die Seitenf lachen 9 des 

30 Strahlungsaustrittsf ensters 8 uber, so da£ ein Gesamtref lek- 
tor entsteht, der sich aus einem von dem thermischen An- 
schluEteil 4 gebildeten Teilbereich und einem von den Seiten- 
f lachen 9 des Strahlungsaustrittsf ensters 8 gebildeten Teil- 
bereich zusammensetzt . 



Weiterhin ist das Strahlungsaustrittsf enster 8 in der Langs- 
richtung des Bauelements etwas erweitert und umfaiSt einen 
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BonddrahtanschluEbereich 10 auf dem nicht mit dem thermischen 
Anschlufeteil verbundenen elektrischen Anschlufiteil 12b des 
Leiterrahmens 2. Von diesem BonddrahtanschluSbereich 10 ist 
eine Drahtverbindung 17 zu einer auf dem Chip 5 auf gebrachten 
5 Kontaktf lache gefiihrt. 

Der Bonddrahtanschlu&bereich 10 ist hohenversetzt zum ab- 
strahlungsseitigen Rand der Ref lektorwanne 16 des thermischen 
AnschlulSteils angeordnet . Dies ermoglicht eine kurze und da- 

10 mit mechnisch stabile Drahtverbindung zwischen Chip 5 und 

BonddrahtanschluiSbereich 10, da letzterer nahe an den Chip 5 
herangefiihrt werden kann. Weiterhin wird dadurch die Hohe des 
entstehenden Drahtbogens gering gehalten und so die Gefahr 
eines Kurzschlusses , der beispielsweise bei einer Abdeckung 

15 des Chips mit einem VerguS durch seitliches Umklappen der 
Drahtverbindung auf das thermische Anschlufeteil entstehen 
konnte, reduziert. 

In Figur 5 ist der Querschnitt eines weiteren Ausfuhrungsbei- 
20 spiels eines erf indungsgemaSen Bauelements dargestellt. Der 
Schnittverlauf entspricht der in Figur 4 eingezeichneten Li- 
nie A-A. 

Wie bei dem in Figur 3 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ist das 
25 thermische AnschluSteil auf der Montageseite fur den Chip 5 

mittig eingesenkt, so dass eine Ref lektorwanne 16 fur die von 
dem Chip 5 erzeugte Strahlung entsteht, an die sich die Re- 
f lektorseitenwande 9 des Strahlungsaustrittsf ensters 8 an- 
schlieSen. 

30 

Im Unterschied zu dem vorigen Ausfiihrungsbeispiel weist der 
so gebildete Gesamtref lektor 15 an der Ubergangss telle zwi- 
schen den Teilref lektoren 9,16 einen Knick auf. Durch diese 
Formgebung wird eine verbesserte Annaherung des Gesamtref lek- 
3 5 tors 15 an ein Rotationsparaboloid und somit eine vorteil- 

hafte Abstrahlcharakteristik erreicht . Das vom Chip in einem 
steileren Winkel zur Bodenflache der Wanne abgestrahlte Licht 
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wird starker zur Hauptabstrahlrichtung 2 7 des Bauelements hin 
umgelenkt . 

Zum Schutz des Chips ist das Strahlungsaustrittsf enster 8 mit 
5 einem VerguS 14, beispielsweise ein Reaktionsharz wie Epoxid- 
harz oder Acrylharz, gefullt. Zur Biindelung der erzeugten 
Strahlung kann der VerguS 14 nach Art einer Linse mit einer 
leicht gewolbten Oberflache 18 geformt sein. 



10 Urn eine mechanisch stabile Verbindung von VerguS 14, Gehause- 
grundkorper 1 und Leiterrahmen 2 zu erzielen, ist es vorteil- 
haft, die Hone A der Ref lektorwanne 16 des thermischen An- 
schluSteils geringer als die doppelte Hohe H des Chips 5 zu 
wahlen. Die Hohe B des gesamten von dem thermischen AnschluS- 

15 teil 4 und dem Gehausegrundkorper 1 gebildeten Reflektors 15 
sollte kleiner als die vierfache Hohe H des Chips 5 sein. 
SchlieSlich ist es vorteilhaft, das Strahlungsaustrittsf en- 
ster 8 so zu formen, date fur das Volumen V des Vergussen die 
obengenannte Relation 

20 

V<qH 



erfiillt ist, wobei q etwa 7mm 2 betragt . Durch Erfiillung die- 
ser Mategaben wird die mechanische Stabilitat und damit die 
25 Belastbarkeit und Lebensdauer des Bauelements vorteilhaft er- 
hoht . Die Verankerung des thermischen Anschluteteils 4 mittels 
der Vorspriinge 19 in dem Gehausegrundkorper 1 tragt ebenfalls 
hierzu bei . 



30 Zur Herstellung eines solchen Bauelements wird zunachst fur 
den Leiterrahmen 2 ein Tragerteil, das beispielsweise aus ei- 
nem Tragerband ausgestanzt wird, mit einer Offnung bereitge- 
stellt. Nachfolgend wird das thermische AnschluSteil 4 in die 
Offnung des Tragerteils eingesetzt und mit dem Tragerteil 

35 verquetscht. 
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Im nachsten Schritt wird auf dem thermischen AnschluSteil 4 
der strahlungsemittierende Chip 5 aufgebracht, beispielsweise 
aufgelotet oder auf geklebt . Zur Ausbildung des Gehausegrund- 
korpers 1 wird der aus dem Tragerteil und dem thermischen An- 
5 schlufeteil 4 gebildete Leiterrahmen 2 mit dem vormontierten 
Chip 5 von einer Formmasse umhullt, wobei der den Chip 5 um- 
gebende Bereich sowie der BonddrahtanschluSbereich 10 ausge- 
spart wird. Dies kann beispielsweise in einem SpritzguJS- oder 
Sprit zpre&verf ahren erfolgen. Von dem BonddrahtanschluSbe- 
10 reich 10 wird abschlieSend eine Drahtverbindung 17 zu einer 
Kontaktf lache des Chips 5 gef iihrt . 

Alternativ kann nach der Verbindung von Tragerteil und ther- 
mischem Anschlufeteil 4 der so gebildete Leiterrahmen 2 zuerst 
15 von der Formmasse umhullt und der Chip 5 danach auf dem Chip- 
anschluSbereich 11 befestigt, vorzugsweise auf geklebt, und 
kontaktiert werden. 

Die Erlauterung der Erfindung anhand der beschriebenen Aus- 
20 fuhrungsbeispiele stellt selbstverstandlich keine Einschran- 
kung der Erfindung auf dieses Ausf iihrungsbeispiel dar. Wei- 
tergehend konnen erf indungsgemalSe Leiterrahmen und Gehause 
auch fur andere Bauelemente, die eine effiziente Warmeablei- 
tung erfordern, bzw. als Chip auch anderweitige Halbleiter- 

2 5 korper verwendet werden. 

Das oben beschriebene Verfahren, umfassend die Schritte Be- 
reitstellen eines Leiterrahmens und Aufbringen des Chip, vor- 
zugsweise durch Aufloten, vor einer Umhullung des Leiterrah- 

3 0 mens mit einer Formmasse, wobei die Umgebung des Chips ausge- 

spart bleibt, ist auch auf andere Gehausebauf ormen ohne ther- 
misches AnschluiSteil iibertragbar und stellt fiir sich schon 
eine Erfindung dar. 

35 Die Vorteile dieses Verfahrens bestehen insbesondere darin, 
dai5 die Befestigung des Chips weitgehend unabhangig von den 
Eigenschaf ten der Formmasse optimiert werden kann. Ein Lot- 
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prozefe kann beispielsweise in einem erweiterten Temperaturbe- 
reich stattfinden. Dabei konnen Lote, vorzugsweise mit einer 
Schmelztemperatur iiber 260° C wie beispielsweise Hartlote, 
verwendet werden, die eine Verbindung mit sehr geringem War- 
5 mewiderstand zwischen Chip und Leiterrahmen ausbilden. Wei- 
terhin wird damit die Gefahr verringert, da£ sich beim Auflo- 
ten eines entsprechenden Bauelements auf eine Leiterplatte 
der Chip ablosen konnte. 
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Patentanspriiche 

1. Leiterrahmen (2) fur ein strahlungsemittierendes Bauele- 
ment, vorzugsweise ein Lichtemissionsdiodenbauelement , mit 

5 mindestens einem Chipmontagebereich (11) , mindestens einem 
Drahtanschlufibereich (10) und mindestens einem externen elek- 
trischen Anschlufistreif en (3a, b) , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
ein Tragerteil vorgesehen ist, das den Drahtanschlufibereich 
10 (10) und den Anschlufistreif en (3a, b) aufweist und in das ein 
separat gefertigtes thermisches Anschlufiteil (4) eingekniipft 
ist, das den Chipmontagebereich (11) aufweist. 

2. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 1, 

15 dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Tragerteil eine Klammer oder Ose aufweist, in die das 
thermische Anschlufiteil (4) eingekniipft ist. 

3. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 1 oder 2, 

20 dadurch gekennzeichnet, daS 

zwischen dem thermischen Anschlufiteil (4) und dem Tragerteil 
eine Quetsch-, Niet-, Lot- oder Schweifiverbindung vorgesehen 
ist. 

25 4. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
das thermische Anschlufiteil (4) eine Ref lektorwanne (16) auf- 
weist, die den Chipmontagebereich (11) umf afit . 

3 0 5. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Drahtanschlufibereich (10) gegeniiber dem Chipmontagebe- 
reich (11) von diesem aus gesehen erhoht angeordnet ist. 

35 6. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
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der DrahtanschluiSbereich (10) vom Chipmontagebereich (11) ge- 
sehen uber dem Rand der Ref lektorwanne (16) angeordnet ist. 

7. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 4, 5 Oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

5 die Hohe (A) der Ref lektorwanne (16) die zweifache Hone (H) 
eines zur Montage auf den Chipmontagebereich (11) vorgesehe- 
nen Chips (5) nicht iibersteigt . 

8. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
10 dadurch gekennzeichnet, date 

das thermische AnschlulSteil (4) Cu, Al, Mo, Fe, Ni oder W 
enthalt. 

9. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
15 dadurch gekennzeichnet, date 

der Chipmontagebereich (11) mit einer Oberf lachenvergiitung 
zur Verbesserung der Chipmontage versehen ist. 

10. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 9, 

20 dadurch gekennzeichnet, date 

die Oberf lachenvergiitung fur die Chipmontage eine Ag- oder 
Au-Beschichtung umf atet . 

11. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
25 dadurch gekennzeichnet, date 

der Leiterrahmen (2) Cu oder Fe enthalt. 

12. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dag 

30 der externe elektrische Anschlutestreif en (3a, b) eine Oberf la- 
chenvergiitung zur Verbesserung der Bauelement -Montageeigen- 
schaften aufweist. 

13. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 12, 

35 dadurch gekennzeichnet, date 
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die Oberf lachenvergiitung zur Verbesserung der Bauelement-Mon- 
tageeigenschaf ten eine Ag-, Au- , Sn- oder Zn-Beschichtung um- 
faSt. 

5 14. Gehause fur strahlungsemittierende Bauelemente, vorzugs- 
weise Lichtemissionsdioden, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 

es einen Leiterrahmen (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 13 

enthalt . 

10 

15. Gehause nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
das Gehause (1) einen Gehausegrundkorper (1) aufweist, der 
aus einer Formmasse gebildet ist und in den der Leiterrahmen 
15 (2) derart eingebettet ist, daS der elektrische AnschluS- 

streifen (3a, b) aus dem Gehausegrundkorper herausgef uhrt ist 
und eine thermische AnschluSf lache des thermischen Anschlufe- 
teiles (4) von auSen thermisch anschlietebar ist. 

20 16. Gehause nach Anspruch 14 oder 15, 

dadurch gekennzeichnet, daJS 
der Gehausegrundkorper (1) ein Strahlungsaustrittsf enster (8) 
aufweist und das thermische AnschluSteil (4) derart in den 
Gehausegrundkorper eingebettet ist, daS der Chipmontagebe- 

25 reich (11) im Strahlungsaustrittsf enster (8) angeordnet ist. 

17. Gehause nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, daJS 
die Seitenwande (9) des Strahlungsaustrittsf ensters (8) als 
30 Ref lektorf lachen geformt sind. 

18. Gehause nach Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
das thermische AnschluSteil (4) eine Ref lektorwanne (16) auf- 
35 weist, die einen ersten Teilbereich eines Reflektors (15) 
bildet, der in einen zweiten, von den Seitenwanden (9) des 
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Strahlungsaustrittsf ensters (8) gebildeten Teilbereich des 
Reflektors (15) iibergeht . 

19. Gehause nach Anspruch 18, 
5 dadurch gekennzeich.net, daJS 

die Gesamthohe (B) des Reflektors (15) die vierfache Hone (H) 
eines zur Montage auf den Chipmontagebereich ( 11) vorgesehenen 
Chips (5) nicht iibersteigt . 

10 20. Gehause nach Anspruch 18 oder 19, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
Ref lektorwande der Ref lektorwanne (16) und die Ref lektorf la- 
chen des Strahlungsaustrittsf ensters (8) unterschiedliche 
Winkel mit der Hauptabstrahlungsrichtung (27) des Bauelements 

15 einschlieJSen. 

21. Gehause nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der von den Ref lektorwanden der Ref lektorwanne (16) mit der 

2 0 Hauptabstrahlungsrichtung (27) eingeschlossene Winkel grower 

ist als der Winkel, der von den Ref lektorf lachen des Strah- 
lungsaustrittsf ensters mit der Hauptabstrahlungsrichtung (27) 
eingeschlossen ist. 

25 22. Gehause nach einem der Anspriiche 14 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 
es oberf lachenmontierbar ist. 

23. Strahlungsemittierendes Bauelement mit einem strahlungs- 

3 0 emittierenden Chip (5) , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

es einen Leiterrahmen (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 13 

oder ein Gehause nach einem der Anspriiche 14 bis 22 aufweist. 

35 24. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet, dalS 
der Chip (5) ein Halbleiterchip ist. 
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25. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 23 oder 
24, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
5 der Chip (5) zumindest teilweise mit einer strahlungsdurch- 
lassigen Masse (14) , insbesondere einer Kunststof f masse , wie 
ein Giefiharz oder eine Pressmasse umhullt ist. 

26. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 25, 
10 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Kunststof f masse ein Epoxidharz, ein Acrylharz, ein Sili- 
conharz oder eine Mischung dieser Harze enthalt. 

27. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
15 spruch 25 oder 26, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

fur das Volumen (V) der strahlungsdurchlassigen Masse (14) 

gilt : 

20 V<qH, 

wobei H die Hohe des Chips (5) und q ein Skalierungsf aktor 
ist, dessen Wert kleiner als 10 mm 2 ist und vorzugsweise 7 
mm 2 betragt . 

25 

28. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspriiche 23 bis 27, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Chip (5) auf dem Chipmontagebereich (11) des thermischen 
30 Anschlufiteils (4) befestigt ist. 

29. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 28, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
3 5 der Chip (5) auf den Chipmontagebereich (11) aufgeklebt oder 
aufgelotet ist. 
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30. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An - 
spruch 29, 

dadurch gekennzeichnet, daJS 
der Chip (5) mittels eines Hartlots auf dem Chipmontagebe- 
5 reich (11) befestigt ist . 

31. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 30, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
10 die Schmelztemperatur des Hartlots grolSer als 260° C ist. 

32. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspriiche 23 bis 31, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
15 der Chip (5) mit dem DrahtanschluSbereich (10) mittels einer 
Drahtverbindung (17) elektrisch leitend verbunden ist. 

33. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements 
nach einem der Anspriiche 23 bis 32, 

20 gekennzeichnet durch die Schritte 

- Bereitstellen eines Tragerteils, 

- Einknupfen eines einen Chipmontagebereich (11) aufwei- 
senden thermischen AnschluSteils (4) in das Tragerteil, 

- Aufbringen eines strahlungsemittierenden Chips (5) auf 
25 den Chipmontagebereich (11) , 

- Einbetten des Tragerteiles (2) und des thermische An- 
schluSteils (4) in eine Gehausef ormmasse . 

34. Verfahren nach Anspruch 33, 

30 dadurch gekennzeichnet, da£ 

das thermische Anschlufeteil (4) durch Vernieten, Verquetschen 
oder Verloten mit dem Tragerteil verbunden wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 33 oder 34, 

35 dadurch gekennzeichnet, da!5 
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der Chip (5) vor dem Einbetten des Tragerteils und des ther- 
mische Anschluteteils (4) in die Gehausef ormmasse auf den 
Chipmontagebereich (11) aufgebracht wird. 

5 

36. Verfahren nach einem der Anspriiche 33 bis 35, 
dadurch gekennzeichnet, date 

der Chip (5) auf den Chipmontagebereich (11) aufgelotet wird, 
wobei die Lottemperatur grofier als 260 °C ist . 

10 

37. Verfahren nach einem der Anspriiche 33 bis 36, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

der Chip (5) mittels eines Hartlots auf dem Chipmontagebe- 
reich (11) befestigt wird. 

15 

38. Verfahren nach einem der Anspriiche 33 bis 37, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Einbetten des Tragerteils (2) und des thermische An- 
schlulSteils (4) in eine Gehausef ormmasse mittels eines 
20 SpritzguS- oder Sprit zpreSverf ahrens erf olgt . 
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